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【手続補正書】
【提出日】平成20年12月22日(2008.12.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　相補型金属酸化膜半導体（ＣＭＯＳ）構造体であって、
　半導体基板と、
　前記半導体基板の１つの領域上に配置された少なくとも１つのｎＭＯＳデバイスと、
　前記半導体基板の別の領域上に配置された少なくとも１つのｐＭＯＳデバイスと
を備え、前記少なくとも１つのｎＭＯＳデバイスは、４．２ｅＶ未満の仕事関数を有する
少なくとも低仕事関数の元素状金属と、その場金属キャッピング層とを含むゲート・スタ
ックを含み、前記少なくとも１つのｐＭＯＳデバイスは、４．９ｅＶより大きい仕事関数
を有する少なくとも高仕事関数の元素状金属と、金属キャッピング層とを含むゲート・ス
タックを含む、ＣＭＯＳ構造体。
【請求項２】
　前記ｎＭＯＳデバイス及び前記ｐＭＯＳデバイスは、前記半導体基板と前記高仕事関数
及び低仕事関数の元素状金属との間に配置された同じゲート誘電体層を含む、請求項１に
記載のＣＭＯＳ構造体。
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【請求項３】
　前記ｎＭＯＳデバイス及び前記ｐＭＯＳデバイスは、前記半導体基板と前記高仕事関数
及び低仕事関数の元素状金属との間に配置された異なるゲート誘電体層を含む、請求項１
に記載のＣＭＯＳ構造体。
【請求項４】
　前記半導体基板と前記高仕事関数及び低仕事関数の元素状金属との間のゲート誘電体層
をさらに備え、前記ゲート誘電体層は、酸化物、酸窒化物、窒化物、金属シリケート、窒
化金属シリケート、又はそれらの多層構造を含む、請求項１に記載のＣＭＯＳ構造体。
【請求項５】
　前記ゲート誘電体層は、ＳｉＯ２、窒化ＳｉＯ２、Ｓｉ３Ｎ４、ＳｉＯＮ、４．０より
大きい誘電率を有する高ｋ絶縁体、又はそれらの多層構造である、請求項４に記載のＣＭ
ＯＳ構造体。
【請求項６】
　前記ゲート誘電体層は、ＨｆＯ２、ＺｒＯ２、Ａｌ２Ｏ３、ＴｉＯ２、Ｌａ２Ｏ３、Ｓ
ｒＴｉＯ３、ＬａＡｌＯ３、ＣｅＯ２、Ｙ２Ｏ３及びそれらの混合物からなる群から選択
される高ｋゲート誘電体である、請求項５に記載のＣＭＯＳ構造体。
【請求項７】
　前記ゲート誘電体層は、ＳｉＯ２、又はＳｉＯ２及びＨｆＯ２を含むスタックである、
請求項４に記載のＣＭＯＳ構造体。
【請求項８】
　前記ゲート誘電体と前記高仕事関数及び低仕事関数の元素状金属との間の金属安定化層
をさらに備える、請求項４に記載のＣＭＯＳ構造体。
【請求項９】
　前記金属安定化層は、３０Å未満の厚さを有し、ＴｉＮ、ＴａＳｉＮ、ＴａＳｉ、Ｔａ
Ｎ及びＨｆＳｉからなる群から選択される、請求項８に記載のＣＭＯＳ構造体。
【請求項１０】
　前記低仕事関数の元素状金属は、元素周期表のＩＩＩＢ族、ＩＶＢ族、又はＶＢ族から
の金属を含む、請求項１に記載のＣＭＯＳ構造体。
【請求項１１】
　前記高仕事関数の元素状金属は、元素周期表のＶＩＢ族、ＶＩＩＢ族、又はＶＩＩＩ族
からの金属である、請求項１に記載のＣＭＯＳ構造体。
【請求項１２】
　両方の前記金属キャッピング層は、金属窒化物又は金属シリサイドを含み、前記金属は
、元素周期表のＩＶＢ族又はＶＢ族からのものである、請求項１に記載のＣＭＯＳ構造体
。
【請求項１３】
　前記その場金属キャッピング層は、前記高仕事関数の元素状金属を含有する表面層を含
む、請求項１に記載のＣＭＯＳ構造体。
【請求項１４】
　前記金属キャッピング層は、前記低仕事関数の元素状金属を含有する表面層を含む、請
求項１に記載のＣＭＯＳ構造体。
【請求項１５】
　前記高仕事関数金属の上の前記金属キャッピング層は、表面酸化物層を含む、請求項１
に記載のＣＭＯＳ構造体。
【請求項１６】
　前記ｎＭＯＳデバイスは、ＳｉＯ２及びＨｆＯ２を含有する誘電体スタック、前記低仕
事関数の元素状金属としてのＴｉ、及び前記その場金属キャッピング層としてのＴｉＮを
含む、請求項１に記載のＣＭＯＳ構造体。
【請求項１７】
　制御された界面層を有する半導体構造体であって、
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　半導体基板と、
　前記半導体基板の表面上に配置された界面層と、
　前記界面層上に配置された５ｎｍ未満の厚さを有する誘電体層と、
　前記誘電体層の上の金属層であって、前記金属層は３ｎｍ未満の厚さを有し、前記厚さ
は前記界面に影響を与える、金属層と、
　前記金属を保護する金属キャッピング層と
を備える、半導体構造体。
【請求項１８】
　前記金属は、４．２ｅＶ未満の仕事関数を有する低仕事関数の元素状金属である、請求
項１７に記載の半導体構造体。
【請求項１９】
　前記金属は、４．９ｅＶより大きい仕事関数を有する高仕事関数の元素状金属である、
請求項１７に記載の半導体構造体。
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